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DIODE BIASA (GENERIK) (p-n junction)

» Komponen-komponen aktif adalah komponen yang dalam analisis rangkaian listrik
tidak hanya dapat dimodelkan setara (ekivalen) dengan komponen-komponen pasif
R, L dan/atau € saja, tapi juga harus melibatkan Sumber Tegangan, Sumber
Arus dan/atau Saklar.

» Komponen aktif yang paling sederhana adalah DIODE (blesa, generil) yang dibuat

dengan bahan
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Start:-

» The starting point is a flat, damage-free , single-
crystal, Si wafer.

« Common dopants are boron for P-type layers and
phosphorus, antimony and Arsenic for N-type
layers.

« Assume the wafer is p-type, having been uniformly
doped with boron during the formation of the

crystal.

P -Si

(a) Si wafer



MONOLITHIC dan SURFACE MOUNT DEVICES (SMD)

Selain di-produksi sebagai komponen diskrit, komponen-komponen elektronika juga
diproduksi sebagai komponen menelithiec dengan teknologi rangkaian terintegrasi (/&
Technology), teknologi 8MD, dan lain-lain.
Dengan Teknologi I€ (integirzinee
Circwits) komponen-komponen
moneiinic dibuat bersama-sama
dan di-integrasikan menjadi suatu
keping (chip), yang kemudian
dikemas menjadi komponen
terpadu yang disebut IC.

Teknologi SMD memungkinkan
untuk merangkai ehip-chip
komponen di atas suatu Lezine,
TANPA harus dikemas dalam
bentuk IC.
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What is a

LENER DIODE?

A Zener diode Is designed to have a speclfic breakdown
voltage, so that It will conduct current In reverse when the
cathode reaches Its threshold voltage. The breakdown
voltage can be as low as 2.4V to as high as 1kV.

/“
Cathode: The cathode Is
typically connected to o positive
voltage. The zener diode will not
conduct electricity from cathode

to onade until the breakdown
voltnge Is reached.

Circuit Diogram
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— Applications

Some common uses for
Zener diodes in circuits:

» Voltage regulation

» As avoltage reference
» Surge suppressors

« Switching signals

« Clipping waveforms

/N
\ )
Anede: The anode Is typically
connected to ground. If o
positive voltage Is applied to the

anode, It will conduct like a
regular diode.

er Diode

Measure point
. VIN

10ps/div

Diode ZENER

What is the Zener Diode Zener Diode

Zener Diode .
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Sanss o Diode funnel dan Schottky

SR540 Schottky Diode 5A 40V

PN Diode —»
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Dioda Varaktor
Simbol Karakteristik
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Introduction to Varactor Diode
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(Vp = applied reverse bias)

---------------

Varactor diode tuning circuit
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